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R2J20602NP 
Integrated Driver – MOS FET (DrMOS) 

RJJ03G1274-0400 
Rev.4.00 

2009.02.09 

概要 
R2J20602NPは，QFNパッケージに集積化されたマルチチップモジュールであり，バックコンバータ用の
ハイサイドMOS FET，ローサイドMOS FETおよびMOS FETドライバを内蔵しています。パワーMOS FET
のオンオフタイミングは，内蔵ドライバにより最適化されているため，大電流バックコンバータに適切なデ
バイスです。 

また，ハイサイドドライバのブートストラップ用ショットキバリアダイオード (SBD) を内蔵しているため，
外部にブートストラップ用の SBDが不要です。 

なお，本製品は，VRのドライバ ICとハイサイド/ローサイドスイッチ用 2つのパワーMOS FETを集積し
たインテルコーポレーション提唱のパッケージ製品規格「Integrated Driver – MOS FET (DrMOS)」に準拠して
います。 

特長 
• 入力電圧 12 V，低出力電圧のアプリケーションに最適化されたパワーMOS FETを内蔵 
• パワーMOS FETとマッチングのとれたドライバ回路内蔵 
• Tri-state input機能を内蔵し，多くの PWMコントローラに対応可能 
• VIN動作電圧範囲：16 V max 
• 高周波動作可能 (>1 MHz) 
• 大電流出力対応 (40 A) 
• 低損失化実現 (約 4.4 W @1 MHz, 25 A) 
• ドライバのリモートオンオフ制御が可能 
• ブートストラップ用 SBD内蔵 
• ローサイドドライブ電圧の独立設定が可能 
• 小型パッケージ：QFN56 (8 mm × 8 mm × 0.95 mm) 
• 端子鉛フリー/ハロゲンフリー 
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ブロックダイアグラム 
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【注】 1. DISBL#端子真理値表 
DISBL#入力 ドライバチップステータス 

“L” Shutdown (GL, GH = “L”) 
“Open” Shutdown (GL, GH = “L”) 
“H” Enable (GL, GH = “Active”) 

 
 2. UVL部出力信号 

For activation
UVL Output

Logic Level For shutdown

"H"

VL VCINVH

"L"
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ピン配置 
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【注】 本製品のダイパッド露出部 (計 3箇所) はすべて実装基板に半田付けをお願いします。 
 

ピン説明 
ピン名 ピン No. 説明 備考 

CGND 1, 6, 51, Tab シグナル GND PGNDに外部接続 
NC 2, 53 無接続  
VLDRV 3 ローサイドドライバ電源電圧 ローサイドゲートドライバ用 5 V～12 Vゲート

ドライブ電圧 
VCIN 4 コントロール入力電圧(+12 V入力) ドライバチップ Vcc入力 
BOOT 5 ブートストラップ電圧端子 内部 SBDによって+5 V供給 
GH 7 ハイサイドゲート信号 モニタ端子 
VIN 8～20, Tab 入力電圧  
VSWH 21, 40～50, Tab スイッチ出力  
PGND 22～39 パワーGND  
GL 52 ローサイドゲート信号 モニタ端子 
Reg5V 54 +5 Vロジック電源出力  
DISBL# 55 信号 Disable DISBL#ピンが“L”のとき Disable 
PWM 56 PWMコントロール入力  
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絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 注 
Pt(25) 25 W 1 許容損失 
Pt(110) 8 W 1 

出力平均電流 Iout 40 A  
VIN (DC) –0.3～+16 2 入力電圧 
VIN (AC) 20 

V 
2, 6 

VCIN (DC) –0.3～+16 2 電源電圧 
VCIN (AC) 20 

V 
2, 6 

VLDRV (DC) –0.3～+16 2 ローサイドドライバ電圧 
VLDRV (AC) 20 

V 
2, 6 

VSWH (DC) 16 2 スイッチノード電圧 
VSWH (AC) 20 

V 
2, 6 

VBOOT (DC) 22 2 ブート端子電圧 
VBOOT (AC) 25 

V 
2, 6 

DISBL#端子電圧 Vdisble –0.3～VCIN V 2 
–0.3～+5.5 V 2, 4 PWM端子電圧 Vpwm 
–0.3～+0.3 V 2, 5 

Reg5V端子電流 Ireg5V –10～+0.1 mA 3 
動作接合温度 Tj-opr –40～+150 °C  
保存温度 Tstg –55～+150 °C  
【注】 1. Pt(25) は 25°Cの PCB温度を表わします。また Pt(110) は 110°Cの PCB温度を表わします。 
 2. 定格電圧は，CGND端子と PGND端子を基準とします。 
 3. 定格電流は，ICに流れ込む方向を (+)，吐き出す方向を (–) とします。 
 4. 定格値は UVL (Under Voltage Lock out) 解除しているときの値です (通常動作時)。 
 5. 定格値は UVL (Under Voltage Lock out) 動作しているときの値です (ロックアウト時)。 
 6. “AC”の最大定格電圧は 100 ns以内の印加とします。 
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電気的特性 
(Ta = 25°C, VCIN = 12 V, VLDRV = 5 V, VSWH = 0 V, 特記なき場合) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
VCIN動作開始電圧 VH 7.0 7.4 7.8 V  
VCIN動作停止電圧 VL 6.6 7.0 7.4 V  
UVLOヒステリシス dUVL — 0.4 *1 — V VH – VL 
VCIN消費電流 ICIN 10.5 14.0 18.5 mA fPWM = 1 MHz, 

ton-PWM = 125 ns 

Supply 

VLDRV消費電流 ILDRV 35.5 44.0 52.5 mA fPWM = 1 MHz, 
ton-PWM = 125 ns 

PWM立ち上がりしきい値電圧 VH-PWM 3.7 4.0 4.3 V  
PWM立ち下がりしきい値電圧 VL-PWM 0.9 1.2 1.5 V  
PWM入力抵抗 RIN-PWM 12.5 25 37.5 kΩ 

IPWM (VPWM = 4 V) – IPWM (VPWM = 1 V)

4 V – 1 V

Tri-state動作停止 
ウィンドウ電圧 

VIN-SD VL-PWM — VH-PWM V  

PWM 
入力 

動作停止ホールドオフ時間 tHOLD-OFF — 240 *1 — ns  
出力電圧 Vreg 4.95 5.2 5.45 V  
ラインレギュレーション Vreg-line –10 0 10 mV VCIN = 12 V～16 V 

5V 
Regulator 

ロードレギュレーション Vreg-load –10 0 10 mV Ireg = 0～10 mA 
Disable電圧 VDISBL 0.9 1.2 1.5 V  
Enable電圧 VENBL 1.9 2.4 2.9 V  

DISBL# 
入力 

入力電流 IDISBL 0.5 2.0 5.0 μA DISBL# = 1 V 
【注】 1. 設計参考値です。出荷時に全数試験はしません。 
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アプリケーション例 
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測定回路 
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主特性 
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動作説明 
R2J20602NPは，バックコンバータ用のハイサイドMOS FET，ローサイドMOS FETおよびそれらを駆動
するためのドライバチップをワンパッケージに集積したマルチチップモジュールです。各チップ間の寄生イ
ンダクタンスが非常に小さいため，高周波で動作するバックコンバータに適切です。低出力電圧で高効率が
得られるようハイサイドMOS FET，ローサイドMOS FET，ドライバ制御タイミングが最適化されています。 

ドライバ 

ドライバは2種類の電源電圧入力ピン，VCIN, VLDRVがあります。VCINは内部ロジック回路の動作電圧を供
給するための端子です。VLDRVに印加する電圧はローサイドドライブ電圧となり，VCINとは独立にローサ
イドMOS FETのゲート駆動電圧を決めることが可能です。VLDRV設定電圧は5 V～16 Vとなります。 
VCINにはUVL (Under Voltage Lockout) 機能が内蔵されており，VCINが7.4 V以下ではドライバはDisable状態
となります。一旦UVLを解除しますと，UVLが7.0 V以下になるまでドライバはEnable状態となります。また，
DISBL#ピンでもドライバのEnable/Disableの選択が可能です。 
UVLによるDisable状態では，内蔵の5 V regulatorは動作しませんが，DISBL#でのDisable状態は出力パルスを
止めるだけで，5V regulatorをDisable状態にしません。 
 

VCIN VLDRV DISBL# Reg5V Driver state 
L > 5 V ∗ 0 Disable (GL, GH = L) 
H > 5 V L 5 V Disable (GL, GH = L) 
H > 5 V H 5 V Active 
H > 5 V Open 5 V Disable (GL, GH = L) 

 
DISBL#ピンの入力は，–0.3 V～VCINまでの電圧の印加が可能なので，ロジック ICによる ON/OFF制御ま
たは，DISBL#を抵抗などで VCINにプルアップして使用することができます 

内蔵 5V regulatorは温度補償されたシリーズレギュレータです。内部ロジック動作電圧およびハイサイド
MOS FETのゲート振幅はこの 5V regulatorの電圧値で決まります。Reg5Vピンには 0.1 μF以上のセラミック
コンデンサを CGNDプレーンに接地してください。 

PWMピンは，ドライバチップの信号入力ピンです。入力電圧範囲は–0.3 V～ (Reg5V + 0.3 V) です。PWM
入力が Hレベルのとき，ハイサイドMOS FETのゲート (GH) が Hレベル，ローサイドMOS FETのゲート 
(GL) が Lレベルになるように設計されています。 

 

PWM GH GL 
L L H 
H H L 
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また，PWM入力ロジックはヒステリシスをもった TTLレベル入力です。Tri-state機能は，PWM入力信号
が異常な場合，例えばコントロール ICからの信号経路になんらかの異常があった場合にハイサイドおよび
ローサイドMOS FETをオフする機能です。この機能は，PWM入力信号が 240 ns (typ) の間入力ヒステリシ
スWindowにとどまった場合に動作します。 

一旦 Tri-Stateモードになり，GH, GLともに Lレベルになった後，通常の動作状態に戻すには，PWM入力
電圧を 4.0 V以上にする必要があります。 

240 ns(tHOLD-OFF)

240 ns(tHOLD-OFF) 240 ns(tHOLD-OFF)

4.0 V

4.0 V

PWM

PWM

GH

GH

GL

GL

1.2 V

1.2 V

240 ns(tHOLD-OFF)

 

図 1 

 

BOOT端子はハイサイドドライバの電源電圧です。またハイサイドドライブ回路は VSWHピンを基準とし
て動作をします。したがって，BOOTピン電圧と VSWHピン電圧の差がハイサイドMOS FETのゲート振幅
となります。BOOT-VSWHピン間にはブートストラップコンデンサを接続してください。BOOTピンとReg5V
ピン間には SBD (ショットキバリアダイオード) が内蔵されているため，ブートストラップコンデンサは 5 V
にチャージアップされます。またハイサイドMOS FETオン時にはVSWH電圧はVINと等しくなりますので，
BOOT電圧は VSWH電圧 + 5 Vに昇圧されます。 

GH, GLピンは各MOS FETのゲートモニタ端子です。 

MOS FET 

R2J20602NPは同期整流バックコンバータに適切なMOS FETを内蔵しています。ハイサイドMOSのドレ
インは VINピンに，ソースは VSWHピンに接続されています。ローサイドMOSのドレインは VSWHピン
に，ソースは PGNDピンに接続されています。 
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PCB レイアウト例 
図 2に，R2J20602NPを用いた場合の PCBボードのレイアウト例を示します。VINと PGNDの直近に 10 μF
のセラミックコンデンサを数個接続することで，スイッチング時のノイズが低減し効率の向上が期待できま
す。このときの各 GNDパターンは，PCBの他の層を用いて低インピーダンスで接続する必要があります。
また，VSWHのパターンを広めにとることで，ローサイドMOS FETで発生する熱を基板に逃がす効果も期
待できます。 

POLのような小型な基板に R2J20602NPを実装する場合は，必要に応じて，VINのパッド下やVSWHのパッ
ド下に放熱用ビアを追加すると，デバイスの温度上昇を緩和させることができます。 

GND

To inductor

Vin

GND

GND

BOOT

To
BOOT

R
e
g
. 5

 V PWM

VCIN

VLDRVVSWH
1 µF

1 µF
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図 2 R2J20602NPの PCBレイアウト例 
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フットプリント例 
(Unit: mm) 
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図 3 フットプリント例 
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外形寸法図 
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発注型名 
発注型名 数量 梱包形態 

R2J20602NP#G3 2500 pcs テーピングリール 
R2J20602NP#13 200 pcs トレイ 
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